L6. Amplificatorul cu cuplaj prin emitor

Un etaj de amplificare foarte utilizat in circuitele integrate actuale este prezentat in Fig. 1a).
Deoarece circuitul de polarizare (curent continuu) este simetric iar tranzistoarele sunt realizate
simultan pe aceeasi capsuld de siliciu, tranzistoarele vor avea acelasi punct static de functionare.
Pentru minimizarea influentei dintre circuitul de intrare si cel de iesire se considerd ca punct de
intrare — baza tranzistorulur T; iar ca punct de iesire — colectorul Iui T,. Pentru circuitul din

Fig.1a) se obtin caracteristicile u.(u; ) $1 u.o(u; ) din Fig. 1b).

Fig. 1. Etaj de amplificare cu tranzistoare cuplate prin emitor
a) schema electronicd de principiu, b) u,. s1 u., in functie de tensiunea de intrare

Din aceste caracteristici se poate determina panta g, ca fiind tangenta unghiului dintre
curba u., si u; pentru u; apropiat de OV.

Analizand modelul de semnal mic al circuitului rezulta:

1 u 1
Pe parcursul lucrarii de laborator se vor utiliza urmatoarele configuratii ale montajului:
Fig. 2a) pentru reglarea punctului static de functionare; Fig. 2b) pentru obtinerea caracteristicilor

uc(u; ) $1ug.o(u;); Fig. 2¢) pentru analiza in frecventa a circuitului.

b)
Fig. 2. Configuratii utilizate in lucrarea de laborator

Aparate necesare:
- sursd dubla de tensiune reglabila, stabilizata, + 10V;
- generator de semnal sinusoidal de audiofrecventa;
- osciloscop;
- voltmetru de cc.;
- montaj experimental.



Desfasurarea lucrarii:

1. Se identifica toate componentele si punctele de test din montaj.
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Fig.3. Schema electrica a montajului experimental
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Fig.4. Amplasarea componentelor

2. Se conecteaza la masa bazele tranzistoarelor, cu ajutorul J2 si J3. Se alimenteaza circuitul cu
V+=8V, seregleazd V - pana cand Uy = Uy =4V . Se noteaza:

Ug =

V-

3. Se deconecteaza baza lui T1 de la masd si se conecteazd la cursorul potentiometrului P1
(Fig.2b). Se completeaza Tabelul 1. Se reprezinta pe acelasi grafic v, (u; ) si u.y(u; ).

Ucl [V]

Uco [V]




4. Se realizeaza schema din Fig. 2a). Se regleazd V. astfel incat I =Icp =0,5mA. Se

mdsoard tensiunile baza-emitor, se calculeazd curentul de bazad si factorul de amplificare in
curent al tranzistoarelor:

Ugg1 = Uggs = Igj=—=

5. Se realizeaza schema din Fig.2c). In punctul IN 2 se aplicd semnal sinusoidal cu frecventa

de 12kHz, astfel incat u; = 5mV . Se determina amplificarea de tensiune in emitor, amplificarea

de tensiune a montajului si impedanta de intrare:
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6. Se repetd punctele 4 51 5 pentru I =Icp =ImA sipentru 1| = Iy =2mA . Rezultatele se
trec in Tabelul 2:

lc[MA]| B | Upgi[V] |Uggalv] | e | e | A A | ZIQ1 ) 29
teoretic | experim. | teoretic | experim. | teoretic |experim.
0.5 0.5
1 0.5
2 0.5

7. Se regleazd u; =0mV . Se fixeazd V. incat Uy =Ugy =4V . Se vizualizeaza (pe

osciloscop) semnalul din colectorul tranzistorului T2 in timp ce amplitudinea semnalului de
intrare creste, pana la aparitia distorsiunilor. Se noteaza:
up = Uep =

8. Folosind graficul obtinut la punctul 3 se determind (geometric) panta caracteristicii in origine
si se compara cu amplificarea de tensiune obtinuta la punctul 6 pentru I =1 =1mA.

9. Folosind datele din Tabelul 2 se determind constantele caracteristicii de transfer pentru
tranzistoarele folosite:

U BE —
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Ic
I ! "
gm=—C I =0,5mA si I =0,5mA
mvrp
intrebari:

e ce rol are condensatorul C1? dar C2?
e cum se explicd variatia performantelor cu curentul de colector?

e de ce nerealizarea cu precizie a punctului 2 din lucrare duce la imposibilitatea completarii in
intregime a Tabelului 1?







